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ОПИС РОБОТИ
Дослідження умов вирощування та легування домішками оксидів при прикладенні зміщення на підкладку в методі магнетронного розпилення з метою впливу на концентрацію та тип дефектів в плівкових оксидних матеріалах. 
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Приклад. Формування дефектів в оксиді цинку в залежності від умов вирощування
Мета роботи: Розробка плівкових оксидних матеріалів з заданою величиною та типом провідності для оптоелектроніки.
Для проведення дослідницької роботи здобувач буде забезпечений необхідними матеріалами, доступом до дослідницького обладнання. Роботи проводяться в рамках тематики інституту, що дозволяє працевлаштовувати здобувача на період навчання в ІПМ НАНУ, а також залучати до виконання національних та міжнародних проєктів.
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Acceptor energy levels in ZnO
CBM
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